
GF m Verwendung: —Germanium-pnp-Hochfre- 
quenztransistor für ZF-Verstärker in AM- 
Empfängern bei Umgebungstemperaturen 
von —40 °C bis +65°C 

Standard: TGL 200-8390 

Abmessungen: Bauform A’3/25b, 
nach TGL 11 811 

Masse &' 0,8 g 

Zulässige Höchstwerte 

für da = 45°C 
-Uc8o = 15V IlE = 15mA 
-Ue8o = 10V -I8 = 5mA 
»Ic = 15mA $j = 75°C 

da = 65°C grd 
Wärmewiderstand Rın < 0, mW 

Min Typ \ Max l Meßbedingungen 

Restströme 

Acso | 154A| 10KA | -UcB = 8 V 
C880 — 50pA 500 LA | -Uca = 25 V 
+IcEo 85 A 600 uA -UCE = 6 V 
„ICES ‚ 25pA -UceE = 6 V 
4E80. 500 4A -UeB = 15 V 

Grenzirequenz 

fhzıt  |3 MHz |5 MHz | -Uce=6V, -Ic=1mA, f=3MHz 

Rauschmaß 

F | 6dB |1508 | ‚UcE=6 V, -Ic =0,5 mA, f=0,5 MHz 
d 

Vierpolwerte in Emitterschaltung 

Oi1e |'05mS 1,4 mSII 
Ci1e 300 pä | 0 3£ 
Qi2e 3u5| 7 
C120 7pF| 14 pF |t -Uce = 6 V, -Ic = 0,5 mA, 

|yaıe | |13 ms | 17,5 mS f = 0,5 MHz 

- [Ea P p Paie‘ .. |:20- “ ' | } Ucs=0Vi 1 =2mA, F=ThHz 

Bestellbeispiel für einen Transistor Transistor GF 100 — TGL 200-8390



Kollektor-Emitter-Spannung in Abhängig- 
keit vom Basisabschlußwiderstand schichttemperatur 
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Mittlere Kennlinien für da = 25°C 
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